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MEMORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION
EN ESPANA POR: "DISPOSICION DE CIRCUITO PARA CONVERTIR

IMPULSOS RECTANGULARES", A NOMBRE DE STANDARD ELRCTRICA, S.A.,

CON DOMICILIO EN MADRID, CALLE DE RAMTREZ DE PRATO N §

Resumen

Un circuito que convierte impulsos.de entrada en pares de
impulsos de polaridades alternadas utilizando el efecto de retardo de
almacenamiento de un transistor en vez del ocircuito sintonizado utili-
zado convencionalmente, La realizacidén comprende un transistor que con—
vierte impulsos de entrada rectangulares en impulsos dq salids oon una
durecidn de tiempo que es mayor que la del impulso de entrada en una
cantidad igual al tiempo de almacenamiento de diche transistor y una
alimentscién paralels que transmite la sefial de una entrada & la aa~
lida en la quwe se suma a la salida del transistor para producir pares
de impulsos de polaridad alternada.

Antecedentes del invento

El presente invento se refiere a una disposicidén de cir=
culto que convierte impulsos rectangulares en pares de impulsos de po=

1:~*?aden altornadass

Se conocen disposiciones de circuito que convierten impulsos
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roctangulares en pares de impulsos de polaridad alierna. Una de estas
disposiciones de circuito comprende filiros de amplitud, esto es, fun-
ciona con un circuito tanque que estd muyy atenuado despuds de un perfow
do completo. Se conoce una segunda disposicidn de oircuito en la que
los impulsos positivos y negativos alternados se obtienen por diferen—
ciacidn de los impulsos originales. los impulsos obienidos por la dife-
ronciacidn son asimétricos.

El objeto del presente invento es proporcionar una disposi-
cion do circuito para convertir impulsos roctangulares on pares de ime
pulsos de polaridad altornada que no requieore cirouito tangue y que
prede {avricarse ficilmente usando tdenicas de circuitos integrados.

Rosumen del invento

De acuerdo con el invento, wna fuente de sofialos de impul-
s ovyo voltaje alterna entre wn nivel de conduccidn y uno de corte
sc gnlica a un elcmento semiconductor. En respuesta a las sefiales do im—
pulsos y al retarde de almaconamiento en dicho elemento se deriva una se-~
fial do impulso de salida cuya amplitud os aproximadamente cerc para unm
fiempoe jgual a la suwns del tiempo de almacenamionto on dicho elemento
¥y 1o duracidén de cada uno de dichos impulsos do enitrada. Bsta scfial se
suna a la seiial de entrada pare producir pares de impulsos de polaridad
aliornada,

. Ios. antes mencionados y otros objotos del invento quedarin
més clavos con relacidn a la siguiente descripeidn dada junto con los
dibvjos que se acompalian en los que:

la figura 1 os un diagrama osquematico de un circuito de
acuerds con el invento;

La figura 2z es una forma de onda idealizada deo una supuesw
ta sofial de entrada;

Is figura 2b es una forma de onda idealizada del voltaje que

aparece en ol colpctor del translistor 33 ¥
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de salida.

Ia figura 1 muestra un ejemplo de la disposicidn de acuer-
do con el invento.

En este ojemplo, se splica una sefial de impulsos como la
repreacntada en la figura 2a al torminal de entrada l. Bsta sefial se
retransmite a la base del transistor 3 a través de la resistoncia 2.
E) borde anterior o de conduccién de cada impulso recibido haco que
aumente instantineamente la corriente de colector y que disminuya el
voltaje de colector a aproximadamente cero voliios., El borde posterior
o do corte del impulso no hace, sin embargo, que ol voliajo cn los
transistoros 3 cambie instantancamente por el efocto de reotardo de al-
maconamiento inherente a los transistores. Esto haco quo el voltaje de

colector quede en alrededor de cero voliios durante el tiempo adicional

T rotardo de almaccnamiento. En la figura 2b se ha represontado el vol-

taje de coleetor idealizado.

La sefial presente en el colector se transmite al terminal
de salida 7 por la resistencia 5. La selial presente en el terminal de
entrada 1 se transmite al terminal de salida 7 a través de la resisten~
cia 6, El par deo impulsos de polaridad alternads resultante ez la auma
de estas dos sefiales y so ha ropresentade en la figura 20s La anchura
dol primer impulso 8 o8 igual a la anchura del impulso de entrada y la
anchura.dal segundo impulso 9 es igual al tiempo de almacenamionto del
transiastor. El retardo de almacenamiento puede variarse cambiando el
valor do la rosistencia 2 o0 aplicando una polarizacidn adicional al ter~
minal 1. El nivel de referencia do corrionte combinua 10 do la sefial
de salida esta determinado por los valores ologidos para las rosiston-
olas 5 ¥ 6e

8o sobrentiendo quo la doscripeidén procedonte del ejomplo

do este invento so ha hocho a t{tulo do ojemplo solamente y no tieme
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que considsrarse como uhe limitacidn a su alcance,

Bste invento corresponde a una solicitud de patente for
mulada en Alemania el 5 de Abril de 1,967 sefialada con el n® Ste 264702
¥ se acoge, por lo tanto, a los beneficlos que otorgan los convenios
internacionales vigentes.
et e i mom e e OT A e e -

Los puntos de invencidn propia y nueva que se presentan
para que sean objeto de esta patenie de veinte afios son los siguien-
tess

1., Una disposicidn de circuito';;ia convertir impulsos
rectangulares en pares de impulsos de polaridades alternadas que com-
prendos

un elemento semiconductor,

una fuente de sefiales de impulsos de entrada cuyo voltaje
alterna entre un nivel de conduccidén y un nivel de corte para dicho
elementos

medios que respondsn az cada uno de dichos impulsos y al
tiempo de almacenamiento de dicho elemento para derivar de dicho sle-
mento semiconductor wna sefial de impulsos de salide ouya amplitud es
aproximadamente cero para un tiempo igual a la suma del retardo de al-
macenamiento en dicho elemento y la duracidén de cada unc de dichos im~
pulsos,

comprendiendo dichos medios de respuesta medios para apli-
car dichas sefiales de impulsos de entrada a dicho elemento semiconduc-
tor, ¥

medjios para sumar dicha seflal de impulsos de salida a la
seflal de entrada para producir pares de impulsos de polaridades alter~
nadas,

2, TUna disposicidn de cirouito como la del punto 1 en la

que el dispositivo semiconductor es un transistor,



3, Una disposicién de aircuito como la del punto 1 en la
que dichos medios de aplicacién aplican éichos impulsos de entrada a
la base de diocho transistor y dichas sefiales de impulsos de sallda se
derivan del colector,
110 4+ Una disposicidén de cireuito para comvertir impulsos
rectangulares,
Tal y como se describe cn la memoris gue antecede, repre—

sentado en log dibujos que se acompafian y & los fines especificados,

Bota memoria consta de cineo hojas escritas vor una sola

Madrid, 5 ABR 1968

115 cara.
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